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_ Motivation
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Experiment: Theorie:

CV-Kennlinie aus stationarer
selbstkonsistenter Losung der
Poisson-Gleichung

niederfrequente CV-Kennlinie von
Quantenpunkt-Bauelementen

\ /

Energieniveaus
Inhomogene Verbreiterung
Einfluld von Wachstumsparametern

Wechselwirkung Quantenpunkte mit Umgebung
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Poisson-Gleichung Stromgleichungen
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P Theorie
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Leitungsband

verbreitertes Wetting-Layer Niveau (Gauly)

B verbreitertes Quantenpunkt-Niveau (Gauld)

I verbreitertes Quantenpunkt-Niveau (Gauly)
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> Justandsdichte N




P Numerisches Verfahren

-

Anfitten der Parameter: : Eé'bN’ DEéibN
. By, DEy

- Storstellendichte
- Diffusion des Quantenpunkt-Materials

- Quantenpunktdichte

Evolutionsstrategie:

1. Generation

T N
CV- Kennllnle

2. Generatlon
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ﬁ Ergebnisse
_ S1: InAs Quantenpunkte in pin-Diode
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Ladungstragerdichte [1 0°cm ]

Raumliche Ladungstragerverteilung
S1: InAs Quantenpunkte in pin-Diode
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Kapazitat [pF]

Ergebnisse
S2: InAs Quantenpunkte in pn-Diode
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ﬁ Ergebnisse
_ S2: Einflul$ des Wetting-Layer ohne In-Diffsuion
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Ergebnisse
_ Berucksichtigung der In-Diffusion

(XSTM, P.M. Koenraad, ICPS-25)

In-Diffusion

Akkumulation von
Ladungstragern
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Ergebnisse

_ S3: Ge Quantenpunkte in Schottky-Diode
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nﬁ Zusammenfassung
= ~

- Bestimmung der Energieniveaus von Quantenpunkt-
und Wetting-Layer Zustanden und deren Verbreiterung

- Verschiedene Quantenpunkt-Strukturen: pin-Diode,
pn-Diode und Schottky-Diode (Quantenpunkt-Elektron-
und Lochzustande)

- EInflul3 von In-Diffusion und Storstellen mit
detailliertem Modell
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